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Open faults are difficult to test since the floating wire occurred by an open fault has unstable 
voltage. In this work, the effect of adjacent lines around an open fault in multi-layered wiring LSIs 
is discussed. To observe the relation between an open fault and the adjacent lines, a 0.35µm CMOS 
IC is designed and fabricated. The open fault macros with a transmission gate and with an 
intentional break are included in the IC. The adjacent lines in the same layer and the different layers 
are placed in the test chip. The simulation and experimental results show that the voltage at the 
floating wire is affected by the adjacent lines. 
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図１に隣接する３信号線 A, B, C の中央に位置する信号
線 B に断線故障が発生した例を示す．断線故障発生時に
は断線信号線 B_OUT の電位は不定であり，カップリング容
量によって隣接信号線 A, C の電位の影響を受ける可能性


















３．擬似断線故障 IC の製作 
断線故障発生時の隣接信号線間容量の影響を調査する
ため，回路内に断線故障を模擬する回路を挿入した IC の









回路を，tg_open = H で断線故障回路を模擬することができ
る．配線構造による違いを観測するため，１） 同一層（metal 
2 層）に並走する３信号線 m2a, m2b, m2c を作成し，中央の
信号線 m2b に TG を挿入した図２(a)の擬似断線故障マクロ，
２） metal 1, metal 2, metal 3 の３層に信号線をそれぞれ１
線(m1b)，３線(m2a,m2b,m2c)，１線(m3b)並走させ，metal 2 
層の中央の信号線 m2b に TG を挿入した図２（b）の擬似断
線故障マクロ，の２種を設計した．設計した擬似断線故障マ
クロのレイアウト図を図３に示す．隣接信号線m2a, m2b, m2c 
の間隔は設計規則で与えられた最小間隔を用い，断線信


































は２入力 NORゲートを接続し，他方の入力 pulldown を外部
から制御可能とした．観測対象以外の断線故障マクロにお
いては，入力 pulldown に H 入力を与えることで，断線信号
線の電位にかかわらず NOR ゲートにおける貫通電流の発
生を防ぐことができる．観測対象の断線故障マクロでは




走する隣接信号線の長さ L も同様に 30µm と設定した． 
 





























m2b の隣接信号線 m2a に論理電圧遷移を印加し，他方の
隣接信号線m2c に論理電圧Hが印加されるように図９(a)に
示す入力パターンを印加して得られた電圧波形を図９(b)に
示す．隣接信号線 m2a での電圧変化により，m2b の電位が
変動し，出力電圧 m2b_out が変化していることがわかる．電






m2a = H とする入力パターンに対しても同様に隣接信号線
m2c の論理電圧遷移の影響は見られなかった．このことより，
試作 IC においては断線信号線 m2b に与える影響の強さが
隣接線 m2a と m2c で異なると考えられる．レイアウト設計時
には並走する隣接信号線の長さは m2a,m2c でほぼ等しく，
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が最も強く現れていることがわかる．m2a_in = L に対しては
他の入力に関わらず出力電圧が L となり，出力論理値異常
として断線故障の検出が可能である． m2a 以外の隣接信
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